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T . D R O Ż D Ż i A . G R O D Z I K I S K I : A n a l i z a termiczna a ł u n u / N H 4 / 2 S O 4 • A I 2 / S O 4 / 3 • 24H2O 

W ar tykule podano reakcje chemiczne zachodzące w ałunie w czasie grzania. Wyznaczono metodami ana-
l i zy termicznej c iepło zachodzących r e a k c j i . Ustalono cyk l c ieplny otrzymywania f - A I 2 O 3 o czystości 
spełniającej wymagania stawiane przy monokrystal izocj i metodą Verneui la . 

H . K O Z Ł O W S K A i J .SENKARA: Zastosowanie metody mikroanal izy rentgenowskiej do badania składu chemicz-
nego warstw epitaksjalnych związków potrójnych g^upy na p r z / k b d z i e 
G a , A l As 

l - x X 

Na przykładzie arsenku aluminiowo-galowego orzedstawiono metodę badania składu chemicznego worstw 
epitaksjalnych związków potrójnych grupy Wykorzystano mikroanal izę rentgenowską i e lekt roniczną 
technikę ob l iczen iową. Dla danej metody ob l iczeń korekcyjnych ułożono program w języku FORTRAN IV 
przystosowany do maszyny cyfrowej JEC-ó . Przedłożono szczegółową anal izę błędu pomiaru. Opracowanie 
umożl iwia szybkie i o oznaczonej precyz j i określenie składu warstw epitaksjalnych związku G a j . ^ A I ^ A s . 

K .WOLSKI i A.SIWIEC: Badania nad technologią, strukturą i niektórymi własnoSciami drutów z brązu srebrowego 

W ar tykule omówiono proces technologiczny brązów srebrowych CuAg7 oraz CuAg5Zr 0 , 1 , uwzględniając 
proces top ien ia , od lewonia, przeróbki plastycznej i obróbki c iep lne j . Przedstawiono niektóre wyn ik i badań 
strukturalnych oraz omówiono badania własnoSci mechanicznych i opornoSci e lekt rycznej stopów C u - A g . 

M .PAWŁOWSKA: Skaningowy mikroskop elektronowy jako narzędzie badań w technologi i materiałów pomoc-
niczych i elementów półprzewodnikowych 

Dokonano przeglądu możliwości badań materiałów stosowanych w elektronice za pomocą skaningowego mikro-
skopu elektronowego. Przedstawiono przykłady uzyskiwanych obrazów badanych materiałów ceramicznych, 
meta l icznych, past przewodzących i tranzystorów epiplanarnych. 

I .SKRZYNECKA: Badanie zależności składu i struktury chemicznie osadzanych warstw azotku krzemu od 
parametrów procesu technologicznego 

Opisano sposób wytwarzania chemicznie osadzonych warstw S i ^ N ^ oraz wpływ technologi i na ich skład 
i strukturę. Warstwy te wytwarzano na podłożach krzemowych w wyn iku reakc j i si lanu z amoniakiem w atmosfe-

rze wodoru. Przedstawiono wyn ik i badań nad szybkością t rawien ia , w ie lkośc ią współczynnika załamania, absor-
p c j ą promieniowania podczerwonego oraz strukturą zawartością azotu i t lenu w warstwach S i ^ N ^ . 
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T . f l P O M I , A.rP0fl3HHLCKZ: TepMHiecKHñ a n a r a s K B a c u a / n h ^ / ^ ^ o ^ • A lySO^/g • 24H2O 

B c T a i L e npHBeaeHti xHMHiecKne peaKiiHii npoieKaKąiie b npouecce aarpeBamiH 
KBacua. MeToaawH TepMHiecKoro aaajiMsa onpeaej'eHa Teiuioia npoieKaumix peaKUHä. 
yciaHOBflCH TenjiOBOH UHKJi noMy^eHHfl r -Ar203 UHCTOia KOToporo o i B e i a e i ipeÖOBa-
HHHM npeflMiJjiHeMUM npH MOHOKpHCiaJiaiiaauHH weioaoM B e p a e n . ' 

r.KOSJlOBCKA, fl.CEHKAPA: üpiiMeHeHHe Meio^^a peHireaoBCKoro MHKpoaHajiHsa ajia 
HccJiegoBaHHH xHUHqecHoro c o c i a B a anHiaKCHa^BHux c; ioëB 
TpoÄHbix coesHHeHHa Tpyniiu aa npHJuepe Gai-xAl/.^ 

B CTaTBe npeaciaBBeH Meio^ HccaezipBaHHH x m i m e c K o r o c o c i a B a snaiaKciiajiBHiix 
cjioëB TpoßHux coeanHeHHíi rpynim a a npHwepe a j ia iHana - ra j iBeBoro apceaHaa, 
npH HcnojiBsoBaBHB peaireHOBCKoro MHKpoaaajiaaa c npHMeaeaaeM ajieKTpoaaoñ buihc-
jiHTeJiBBott lexHHKH. M ñ flaBaoro Meioaa KoppeKunoaaux buihcjicbh» cocTaBJieaa npo-
rpaMMa aa nauKe fortran iv npacnocoófleaBan a;ia BbiMHcnHieaBao» MainHBu jec-ć 
flaBBUÜ MBTOa SaëT BOSMOllCaOCTB ÔUCTOPO OnpeaeJIHTB XHMHieCKH» COCTaB anHiaK-
ciiajiBBbix cjioëB coeaHBeBHH a TaKxe c i e n e a B toibocth a i o r o onpe;ieaeBHfl. 

K.BOJIbCKZ, A.CHBEU: Hccae^OBaaMe T e x a o f l o m q e c K o r o npoqecca, c i p y K i y p u u aeKOTO-
pux CBOaCTB CepeÓpHBHX C5p0B30B 

B c iaTBe paccMOTpea lexaojiorH^iecKHa npouecc noayTieBHH cepeÓpHaux ÖpoaaoB 
CuAg7 HCuAg5ZrO,l C y^ÖTCM npOUeCCOB nflaBJieBHH, OTJIHBKH, njiaCTHieCKOß H Tep-
MHlSCKOfl OÖpaOOTKH. 
npHBefleau h oöcyaaeau aeKOTOpue p e a y j i B i a i u no HCCJieflOBaaiiB c i p y K i y p , a laKxe 
MexaBHMeCKHX H $H3HMeCKKX CBOiłCTB cn;iaBOB. 

M.riABJIOBCKA: CKaBHBroBu0 a^eKipoBBHa MHKpocKon - npiiöop «oa HccJieaoBaBHfl Bcno-
uaraieJiBBHX uaiepaa^oB u nojiynpoBoaaHKOBux ajieueaiOB 

B c iaTBe oócyxaeBH bosmojicbocth HccfleaoBaBMH npa noMomH cKaaHBroBoro a j ienipo-
BBoro MHKpocKona MaTepnajiOB npuMeafleMHX b 3JieKTp0BB0ft npoMuimieBBOCTH. 
IlpeacTaBBeBu npHMepu noJiy^aeMiix HsoöpaaceBHft HccJieayewux KepauHiecKHX h MeiaflnH-
qecKHX MaiepHajioB, a laKxe npoBOflHmHX nacT h anHnJiaaapaux ipaasHCTopoB. 

M.CKIHHEUKA: Hcc;ie;noBaBiie aaBHCHMOCTH c o c i a B a n c i p y K i y p u xMMHiecKH o c a a w ë a -
Bbix njieaoK BHTpaaa kpcmbmh ot napaweipoB TexHOJiorinecKoro npoaecca. 

n p e s c i a B f l e a cnocoô nojiy^eaHH xMMHiecKM ocasaeHBux luieaoK aHTpaaa KpewaHH, 
a l a K s e BaHaaiie xexHOJ iormecKoro peawMa a a hx c o c i a B a c i p y K i y p y . ItaëBKH öhm 
noJiy^ieHH aa KpeuaHeBhix nofl̂ osKax b p e a y j i B i a i e peaKUHH CHJiaaa c aiiMaaKOM 
B aTMOcÄepe Boaopoaa. 
flaau peayjiBTaiu Hcc;ieflOBaBHH ckodocth TpaBseaHH, BejiHUHBu K03$imHeBTa npejiOMJie»-
aHH,norjiameHHH HB$paKpacaHX nyqea , c i p y K i y p u , a l a K i e peay^iBiaTu HswepeaHH c o -
aą)iaBHH asoTa h KHcaopoaa b njiëaKax aa ipHaa KpeManH. 
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T . D R O Ż D Ż , A . G R O D Z I K I S K I : Thermal analysis of a l u m / N H 4 / 2 S O 4 • A I 2 / S O 4 / 3 • 2 4 H 2 0 

Chemical reactions occured in alum dur ing heating ore presented. Heat of the react ion is determined by 
thermal analysis technique. Heating cyc le for obta in ing ¡ f - A I 2 O 3 of pur i ty satisfying the requirements for 
monocrysta l l ia i t ionby Verneui l technique is g iven . 

H . K O Z Ł O W S K A , J .SENKARA: X- ray microanalysis appMoation for the invest igat ion of ep i tax ia l layer chemi-
cal composition of group t r ip le compounds w i th the G a i - y A l x A s as 
a representative of this group. 

O n the examole of a lumin ium-gal l ium arsenide a metfiod of investigation of ep i tax ia l layer chemical compo-
si t ion of group t r ip le compounds is presented. X- ray microanalysis and EDP techniques have been used. 
For a given correct ion method the routine in FORTRAN IV language adapted to the d ig i ta l computer JEC-6 
has been drawn up. Deta i led analysis of measurement's error is g iven . The work enables to determine the com-
posit ion of ep i tax ia l layers of compound qu ick ly and wi th desired precision. 

K . W O L S K I , A.SIWIEC: Investigations on technology, structure, and on some properties o f si lver bronze wires. 

Technological process of CoAg7 and CuAgSZr 0 , 1 si lver bronzes is described inc luding mel t ing , moulding, 
plast ic working and thermal treatment. Some result; of structural investigations are g iven : Investigations o f 
mechanical properties and e lec t r ic resistance of C u - A g al loys are presented. 

M . P A W Ł O W S K A : Scanning electron microscope in an appl icat ion to the technological testing of materials and 
elements used in e lect ronics, 

Rewiew of pcisible investigations of some materials used in electronics wi th the scanning e lect ron microscope 
it g iven . Some examples of tested ceramic and metal l ic materials, conductive pastes and epiplanar transistors 
displays are presented. 

I .SKRZYNECKA: Investigation o f chemical ly deposited S i3N4 fi lms composition and structure-depending on 
technological process parameters. 

The farming metfiod and inf luence of the deposit ion condit ions on the chemical ly deposited S i3N4 films 
structure and composition are described. The films were obtained on s i l icon wafers using S i H ó - N H 3 react ion in 
hydrogen atmosphere. Investigation and measurement's results of etching rate, ref ract ion fac to r , in f ra- red 
absorption, structure, nitrogen and oxygen content in S i3N4 films are presented. 
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SYMPOZJA —KONFERENCJE —SEMINARIA 

W 2- !m półroczu 1973 roku pracownicy ONPMP uczestn iczyl i w następujących sympozjach, konferencjach 
i seminariach: 

1 . W dniach od 11 do 13 września K .Nowysz i H .Mog ie ln i ck i uczestniczyl i w IV Krajowym Seminarium Kr io -
technik i i Kr io techno log i i , zorganizowanym przez Instytut N isk ich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we 
Wroc ławiu oraz Instytut F izyk i Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2 . W dniu 20 września w I Konferencj i na temat "Kryszta ły Elektrooptyczne i C iek łe Krysz ta ły " , która odbyła 
się w Łodzi udział w z i ę l i M .Rećko i E.Rokicka. 

3 . W dniach od 28 do 29 wrześnio W.Włosiński wz ią ł udzia ł w konferencj i na temat "Uk łady scalone w syste-
mach e lekt ronicznych" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Bydgoszczy. 

4 . W dniach od 4 do 6 października M.Adamiec uczestniczyła w II Sympozjum Ceramicznym, które odbyło się 
w Sopocie. 

5 . W dniu 17 października M.Rafa lsk i uczestniczył w naradzie na temat "Zagadnienia technologicznej k lasy-
f i k a c j i przedmiotów w procesie pro jek towania" . Naradę zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich. 

6 . W dniach od 19 do 25 października w I Ogólnopolskim Sympozjum na temat "F izyka C ienk ich Warstw" 
uczestn iczy l i : E.Nosarzewska, W.Brzozowski i K . N o w y s z . Komunikat na temat " N i e k t ó r e problemy o t rzymy-
wania krzemowych warstw epi taksjalnych" wygłosi ła E.Nosarzewska. 

7 . W dniach od 15 do 16 listopada w seminarium na temat "Zastosowanie metod wysokociśnieniowych w nauce 
i przemyśle" zorganizowanym przez Instytut F izyk i PAN uczestniczyl i A .Hruban , E.Sztremer i E .Za lewsk i . 

8 . W dniach od 27 do 28 listopada w konferencj i zorganizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP 
w Warszawie na temat "Hologra f ia - je j zastosowanie w nauce i technice" uczestniczył A . S i w i e c . 

W 1-ym półroczu 1974 roku pracownicy ONPMP uczestn iczyl i w następujących sympozjach, konferencjach 
i seminariach: 

1. W dniu 4 stycznia M .Rećko na posiedzeniu Komisji RWPG w Sinaj i /Rumun ia / wygłos i ł referat na temat 
" Kriometryczna metoda oznaczania stopnia czystości" . 

2 . W dniach od 25 lutego do 1 marca R.lzbaner i Z .Włodarsk i przebywal i w Kar l -Marx-Stadt / N R D / , gdzie 
na sympozjum na temat "Wytwarzanie układów hybrydowych wielowarstwowych" wyg łos i l i referat p t . "Włas-
ności i produkcja past przewodzących do układów grubowarstwowych" . 

3 . W dniu 7 marca Przemysłowy Instytut Elektronik i zorganizował seminarium na temat "Zagadnien ia e lek t ro-
niczne w urządzeniach do epi taksj i na k rzemie" , w którym uczestniczyl i J .Borkowicz , W . Wiraszka 
i W.Urbańsk i . 

4 . W dniu 25 marca odbyła się konferencja na temat "Kszta ł towanie jakości produktów w gospodarce narodo-
we j " zorganizowana przez Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGPiS, w której uczestn iczy l i 
M . Korp i Z . T k a c z . 

5 . W dniach od 25 do 31 marca W.Włosiński uczestniczył w spotkaniu k ierowników głównych organ izac j i 
koordynujących prace badawcze w ramach RWPG-spotkanie odbyło się w Moskwie. 

6 . W dniu 3 kwietn ia w Ośrodku Postępu Technicznego w Katowicach odbyło się sympozjum na temat "Lakiery 
i żywice e lek t ro izo lacy jne dla potrzeb e l e k t r o n i k i " , w którym uczestniczył J . N o w a c k i . 

7 . W dniu 24 kwie tn ia Przemysłowy Instytut Elektronik i zorganizował sympozjum na temat "Problemy opraco-
wywania urządzeń do mechonizacj i operacj i końcowych w procesie produkcj i elementów pó łprzewodnikowych" , 
w którym uczestn iczy l i E . K r e t , J . N o w a k i Z .Pacho . 

8 . W dniach od 6 do 7 maja w konwersatorium no temat "Ana l i za Mater ia łów Wysokiej Czystości , które odby-
ło się w Katowicach, uczestn iczy l i : W.Sokołowska, W.Wierzchowska i C .Jaworsk i . 

9 . W dniach od 16 do 18 maja Towarzystwo Naukowe Organ izac j i i Kierownictwa zorganizowało w Kołobrze-
gu sympozjum na temat "Organ izacy jne problemy wdrażania systemów in formatycznych" , w którym uczestn i -
c z y l i : E.Magowska, Z . F i r l e j i R.Kobyl ińska. 
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0 . w dniach od 3 do 13 czerwca odbyło się w Karpaczu II! Sympozjum na femat "Pierwiastki rzadkie i meta-
lurgia chemiczna" zorganizowane przez Pol i technikę Wrocławską. Referat p t . "Spektrograficzna metoda 

oznaczania zanieczyszczeń metal icznych w indzie i stopie indu z galem" wygłosi ła W.Sokołowska. W powyż-
szym sympozjum uczestniczyl i również: Z.Horubała, M.Kusowsk i , H . M o g i e l n i c k i i J .Bogack i . Wygłos i l i on i 
3 komunikaty p t . "Metodyka oczyszczania te l luru do czystości 6 N " , "Oczyszczanie indu metodą desty lacj i 
próżniowei . topienia strefowego" i "Badanie efektów oczyszczania indu metodą pomiaru oporu elektrycznego 
w temperaturze c iekłego helu" . 

11 . vy dniach od 4 do 5 czerwca W.Włosiński i T.Kulesza uczestniczyl i w konferencj i na temat "Technologie 
spawalnicze w przemyśle e lek t ron icznym", zorganizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warsza-
w i e . 
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5 . 1974. 

Gołajewski Z . : Lutowia szklane stosowane w elektronice. 7 , 1974. 

Gorbat iuk W . A . : Magnetodielektryki w przemysłach radiotechnicznym i elektromaszynowym / w ZSRR/. 
6, 1974. 

Grodziński A . : Anal iza termiczna a ł u n u / N H 4 / 2 S 0 4 - A I 2 / S 0 4 / 3 - 2 4 H 2 0 . 8 , 1974. 
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INFORMACJA DLA AUTORÓW 

W celu u ła twien ia proc redakcyjnych związanych z przygotowaniem materiału do druku redakcja prosi 
Autorów o przestrzeganie podanych niżej wskazówek: 

1. Objętośc i ar tykułów w zasadzie nie powinny przekraczać 10-15 stron maszynopisu. 

2 . Ar tyku ły powinny być napisane no pojedynczych arkuszach formatu A 4 , jednostronnie z i n t e r l i n i ą / c o drugi 
w ie rsz / , z marginesem 3 , 5 cm z lewej strony, dużą czc ionką. Na arkuszu nie powinno być więce j niż 31 
wierszy po 65 znaków. Wszystkie strony powinny być numerowane. 

3 . Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone rysunki i tabele. 
4 . Wszystkie tabele i zestawienia / u n i k a ć zbyt d u ż y c h / należy wykonywać osobno / n i e w maszynopisie 

całego a r t y k u ł u / , w 4 egzemplarzach no oddzielnych arkuszach i numerować ko le jno . U góry każdej tabel i 
podać ty tu ł objaśnia jący. 

5 . Ar tyku ły należy nadsyłać w 4 egzemplarzach; powinny być dołączone do nich krótk ie streszczenia w języ-
ku polskim, rosyjskim i angielskim / równ ież w 4 egzemplarzach/ . 

6 . Ar tyku ły powinny w zasadzie być podzielone logicznie na części a w części końcowej winny być sformuło-
wane wniosk i . Tytułów rozdziałów nie należy podkreślać. W miarę możności unikać podzia łu ar tykułu na 
oddzie ln ie zatytułowane części . 

7 . Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu,nie wklejone do tekstu, lecz załączone oddzielnie 
w usztywnionej koperc ie . Spisy rysunkdw zawierające teksty napisów pod rysunkami należy sporządzać 
oddzielnie / n i e z a l e ż n i e od tekstu a r t y k u ł ó w / , w 4 egzemplarzach. Rysunki należy wykonywać na przezro-
czystej ko lce drukarskiej . ^ 

8 . Fotografie powinny być ostre I wykonane na białym błyszczącym papierze fotograf icznym. Numery fotograf i i 
i powiększenie należy podawać na odwrocie - o łówkiem. Numerocją należy objąć rysunki i fotografie 
łącznie / n i e stosować oddzie lnej numeracji d la rysunków i oddzielnej dla f o t o g r a f i i / . 

9 . Po zakończeniu ar tykułu należy podać wykaz l i te ra tury , wymieniając kolejno nazwisko autora i pierwsze 
l i tery imion, pełny tytuł dz ie ła lub ar tyku łu , tytuł czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok , 
ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu l i teratury winny być numerowane, w tekście powołania na numer 
pozyc j i w nawiasach kwadratowych, np. 1 . 1 ] . 

10. Słownictwo techniczne, jednostki miar , skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we wzorach i tp . powin-
ny być zgodne z terminologią przy ję tą przez Polskie Normy, Międzynarodowy Układ M i a r / S I / oraz z In-
nymi obowiązującymi przepisami. 

11 .Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany i czyte ln ie poprawiony przez Autora . Poprawek na stro-
nie nie powinno być więce j niż 5 . 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbędnych skrótów, 
korekty sty l istycznej i tp . 

13.Fakt nadesłania procy do wydrukowania w "Mater ia łach Elektronicznych" uważany jest za równoznaczny 
z oświadczeniem Autora , że proca nie była drukowano ani wysłana do drukowania w żadnym Innym czaso-
piśmie krajowym lub zagranicznym. 

14.Autorzy proszeni są o dokładne podawanie adresu I numeru telefonu celem łatwiejszego porozumiewania się 
I ewentualnego przesłania należnego honorarium. 

4 J C 3 Mote r io l przygotowany przez Z leceniodawcę 
¡ • T ^ ® WPM " W E M A " . Worjzowa W 4 . Nok tad 500+60. A r k . w y d . 4 , 7 9 . A r k . d r u k . 4 , 5 / A . 

Zamliwienie 1 7 3 3 / 7 4 - 6 - 2 / S 

Z.a. "lajiika" Zain.2249/74, Nakł.SOOłSO egz. W-32 
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